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内容概要

本书介绍了氧化锌(ZnO)的掺杂技术、性能及其应用。
全书共分七章，第一章概述了ZnO的结构、基本性质与制备方法，第二章介绍了ZnO的本征缺陷和非
故意掺杂，第三至第六章分别介绍了ZnO的n型掺杂、p型掺杂、合金掺杂、稀磁掺杂等各种掺杂技术
及其应用，第七章阐述了ZnO半导体器件的相关研究。
    本书在内容上宽度和深度相结合，系统介绍了ZnO的基本知识，同时对ZnO研究的热点领域进行了
详细而深入的探讨。
本书理论和实践相结合，以作者多年的研究成果为基础，重点介绍了ZnO半导体薄膜材料的掺杂技术
、物理基础及其应用，对ZnO纳米材料的相关内容也有所涉及，叙述了ZnO研究和开发应用领域的新
概念、新进展、新成果和新技术。
    本书可供从事半导体材料、薄膜材料、纳米材料、功能材料及其相关器件研究等领域的科研人员、
工程技术人员参考，也可作为高等院校材料、物理、化学、电子等相关专业师生的参考书籍。
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章节摘录

　　第1章　zno概述　　ZnO是Ⅱ一Ⅵ族化合物，具有禁带宽、激子束缚能高、无毒、原料易得、成
本低、抗辐射能力强和良好的机电耦合性能等优点，因而被广泛应用于太阳能电池、表面声波器件
（SAw）、液晶显示、气敏传感器、压敏器件等。
自从ZnO的室温光泵浦紫外受激发射被发现后，作为一种新型的直接宽带隙光电半导体材料，ZnO在
透明导电电极、蓝／紫外发光二极管（LED）和激光器（LD）、紫外探测器、自旋电子器件及传感器
等领域也有巨大的应用潜力。
目前，对ZnO半导体材料研究的热点和重点在于：（1）如何获得性能优异且可重复生长的p型ZnO，
并制备出高效率的ZnO基LED和LD；（2）ZnO纳米结构的生长及其特殊性能的研究与应用。
　　§1.1　引言　　ZnO是一种既古老又新型的氧化物。
说它古老是因为ZnO具有良好的机电耦合性能、热稳定性和化学稳定性，多晶形态的ZnO已经得到了
广泛的应用，如化妆品、润滑剂、涂料、催化剂、医药、压电转化器、变阻器、气敏传感器、表面声
波器件、光波导器件、透明导电电极等等。
对ZnO研究的热度总是随其新的潜在应用的发现而不断复苏。
ZnO作为一种新型的直接宽带隙光电半导体材料，其晶体结构与GaN一致，晶格常数与GaN的非常接
近，在电子和光电子器件应用方面具有很多吸引人的特征与优点。
它的直接带隙很宽，为3．37eV（与GaN的相当），波长位于近紫外区域，对可见光透明。
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